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Beschreibung
Gebiet der vorliegenden Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet
der Herstellung integrierter Schaltungen und betrifft
insbesondere eine Prozessanlage, die fir das che-
misch mechanische Polieren von Substraten wéh-
rend der Herstellung integrierter Schaltung verwen-
det wird.

Beschreibung des Stands der Technik

[0002] In modernen integrierten Schaltungen wer-
den eine groRe Anzahl von Halbleiteelementen, etwa
Feldeffekttransistoren, Kondensatoren und derglei-
chen, auf einem einzelnen Substrat hergestellt. Diese
einzelnen Halbleiteelemente miussen untereinander
mittels einer sogenannten Metallisierung gemaf der
erforderlichen Funktionalitat der integrierten Schal-
tung verbunden werden. Dazu wird ein sogenann-
tes Zwischenschichtdielektrikum Uber den Elemen-
ten abgeschieden und es werden Durchgangsoéffnun-
gen und Graben anschlielend in der dielektrischen
Schicht gebildet. Die Durchgangséffnungen und Gra-
ben werden danach mit einem geeigneten Metall, bei-
spielsweise Kupfer in hochentwickelten integrierten
Schaltungen, gefillt, um die elektrische Verbindung
der einzelnen Halbleiteelemente bereitzustellen. Auf-
grund der standig steigenden Anzahl von Halbleitee-
lernenten und der immensen Komplexitat moderner
integrierter Schaltungen missen typischerweise eine
Vielzahl von Metallisierungsschichten Ubereinander
gestapelt werden, um die erforderliche Funktionalitat
Zu erreichen.

[0003] Mit steigender Anzahl der Metallisierungs-
schichten und damit verbunden mit der Anzahl der
dielektrischen Schichten, die Ubereinander zu sta-
peln sind, hat sich das Einebnen der einzelnen Sta-
pelschichten in jedem Prozessstadium als ein &u-
Rerst kritischer Herstellungsprozess erwiesen. Die-
ses Problem gewinnt zusétzlich an Bedeutung, da
die Substratflache, d. h. der Scheibendurchmesser,
stdndig anwachst. Das chemisch mechanische Po-
lieren (CMP) ist ein geeigneter und weithin ange-
wendeter Prozess, um eine globale Einebnung einer
Scheibe zu erreichen. Wahrend des CMP-Prozes-
ses wird eine Scheibe auf einem geeignet geformten
Trager, einem sogenannten Polierkopf, montiert und
der Tréger wird relativ zu einem Polierkissen bewegt,
wahrend die Scheibe in Kontakt mit dem Polierkis-
sen ist. Ein Schleifmittel bzw. Polierzusatzmittel wird
dem Polierkissen wahrend des CMP-Vorganges zu-
gefiihrt, das eine chemische Verbindung enthalt, die
mit dem Material oder den Materialien der einzueb-
nenden Schicht durch, beispielsweise, Umwandeln
des Materials in ein Oxid reagiert, wobei dann das
Reaktionsprodukt, etwa das Metalloxid, mechanisch
mit Abreibestoffen, die in dem Polierzusatz und dem

Polierkissen enthalten sind, entfernt wird. Um eine
erforderliche Abtragsrate zu erreichen, wobei gleich-
zeitig ein hohes Mal} an Ebenheit der Schicht zu
erreichen ist, muss eine Kombination des Polierkis-
sens, der Art des Polierzusatzes, des auf die Scheibe
ausgetubten Druckes wéahrend der Relativbewegung
zu dem Polierkissen und die relative Geschwindig-
keit zwischen der Scheibe und dem Polierkissen ge-
eignet gewahlt werden. Die Abtragsrate hangt ferner
deutlich von der Temperatur des Polierzusatzes, die
wiederum deutlich durch den Grad der Reibung, die
durch die relative Bewegung des Polierkissens und
der Scheibe erzeugt wird, beeinflusst wird, vom Grad
der Sattigung des Polierzusatzes mit abgetragenen
Partikeln und insbesondere dem Zustand der Polier-
oberflache des Polierkissens ab.

[0004] In der US 5 913 714 A wird das Bereitstel-
len eines Befestigungsrings und eines Kissenkon-
ditionierungselements ringférmiger Form, wobei ein
Polierkopf einen Wafertrager und das Kissenkonditio-
nierungselement aufweist, beschrieben.

[0005] In der JP 2001 009 710 A wird ein festes Fi-
xieren eines Konditionierers in der peripheren Region
eines Flhrungsrings beschrieben.

[0006] In der US 6 019 670 A wird eine Vorrich-
tung zum Konditionieren eines Polierkissens, die ei-
nen Konditionierring einschliellich einer Konditionie-
roberflache aufweist, beschrieben.

[0007] In der US 6 340 327 B1 wird das Vorse-
hen von Vakuum fir das Befestigen von Konditionie-
relementen gelehrt, wobei ein Aufbereitungskissen
mit Hilfe einer Unterdruckspannvorrichtung befestigt
wird.

[0008] Auch in der US 5 993 302 A wird das Vorse-
hen von Vakuum fiir das Befestigen von Konditionier-
elementen gelehrt, wobei das Einpassen eines Riick-
halterings in einem Spalt mit Hilfe einer Unterdruck-
spannvorrichtung erfolgt.

[0009] Die meisten Polierkissen sind aus einem zel-
lenartigen Mikrostruktur-Polymermaterial mit zahlrei-
chen Hohlrdumen, die wahrend des Betriebs durch
den Polierzusatz gefiillt sind, hergestellt. Aufgrund
der absorbierten Partikel, die von der Substratober-
flache entfernt worden sind und sich in dem Polier-
zusatz ansammeln, wird eine Verdichtung des Po-
lierzusatzes in den Hohlrdumen hervorgerufen. Folg-
lich verringert sich die Abtragsrate standig, wodurch
unvorteilhafterweise die Zuverlassigkeit des Eineb-
nungsprozesses beeinflusst und damit die Ausbeute
und die Zuverlassigkeit der fertiggestellten Halbleiter-
elemente reduziert wird.

[0010] Um dieses Problem teilweise zu l6sen, wird
typischerweise ein sogenannter Kissenaufbereiter

2/10



DE 102 08 414 B4 2013.01.10

verwendet, der die Polieroberflache des Polierkis-
sens "wiederaufbereitet”. Der Kissenaufbereiter kann
diverse Materialien aufweisen, beispielsweise Dia-
mant, das in einem widerstandsfahigen Material ent-
halten ist. In derartigen Féllen wird die verbrauchte
Oberflache des Kissens abgetragen und/oder aufbe-
reitet durch das relativ harte Material des Kissenauf-
bereiters, wenn die Abtragsrate als zu gering einge-
schatzt wird. In anderen Féllen, wie in fortgeschrit-
tenen CMP-Vorrichtungen, ist der Kissenaufbereiter
beim Polieren des Substrats stdndig mit dem Polier-
kissen in Berihrung. Wahrend die erste Alternative
zu deutlichen Variationen der Abtragsrate aufgrund
des Unterschieds der wiederaufbereiteten Oberfla-
che des Polierkissens im Vergleich zu der verbrauch-
ten Oberflache, die unmittelbar vor dem Aufbereiten
vorhanden ist, fuhrt, ist die zuletzt genannte Alternati-
ve nicht so wirksam als die zuvor genannte Alternati-
ve beim Auffrischen der Kissenoberflache, da ein we-
sentlich weicheres Aufbereitungsmaterial zu verwen-
den ist, um die Lebensdauer des Polierkissens nicht
ungebuhrlich zu verklrzen. Ferner sind fur hochent-
wickelte integrierte Schaltungen die Prozessanforde-
rung hinsichtlich der Gleichférmigkeit des CMP-Pro-
zesses sehr streng, so dass der Zustand des Polier-
kissens so konstant wie moglich Uber die gesamte
Flache eines einzelnen Substrats sowie fir das Be-
arbeiten moglichst vieler Substrate gehalten werden
muss. Folglich sind die Kissenaufbereiter fur gewhn-
lich mit einer Antriebseinheit und einer Steuereinheit
versehen, die es ermdglichen, dass der Kissenaufbe-
reiter in Bezug zu dem Polierkopf so bewegbar ist, um
das Polierkissen unmittelbar vor der Berthrung mit
dem zu bearbeitenden Substrat aufzubereiten, wo-
bei eine Stérung der Bewegung des Polierkopfes ver-
mieden wird. Dies fihrt zu zusatzlichen Kosten und
einer Komplexitat der gegenwartig bekannten CMP-
Vorrichtungen.

[0011] Angesichts der zuvor genannten Probleme
gibt es einen Bedarf fir eine verbesserte CMP-Anla-
ge, die einen stabilen Betrieb Gber eine grofle Menge
von zu behandelnden Substraten ermdglicht.

Uberblick tiber die Erfindung

[0012] Im Allgemeinen richtet sich die vorliegende
Erfindung an eine CMP-Vorrichtung mit Aufbereitern,
die in integraler Weise mit dem Polierkopf ausgebil-
det sind, um Kosten und Komplexitat der Anlage zu
reduzieren, wahrend gleichzeitig die Effektivitat und
Zuverlassigkeit verbessert ist.

[0013] Die vorliegende Erfindung stellt bereit, eine
Vorrichtung zum chemisch mechanischen Polieren
eines Substrats, mit:

einem Polierkopf zum Empfangen, Halten und Bewe-
gen des Substrats;

einem Polierkissen; und

einem Polierkissenaufbereiter, der mechanisch mit
dem Polierkopf gekoppelt ist, den Polierkopf ring-
férmig umgibt und ein Halteelement aufweist, wobei
das Halteelement eine aufbereitende Oberflache auf-
weist, die durch Anlegen von Vakuum befestigt ist,
und wobei das Halteelement einen Rand im Aulien-
bereich des Halteelements aufweist, der die aufberei-
tende Oberflache seitlich fixiert.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0014] Weitere Vorteile, Aufgaben und Ausfiihrungs-
formen der vorliegenden Erfindung sind in den ange-
fugten Patentanspriichen definiert und gehen deut-
licher aus der folgenden detaillierten Beschreibung
hervor, wenn diese mit Bezug zu den begleitenden
Zeichnungen studiert wird; es zeigen:

[0015] Fig. 1a schematisch eine typische konven-
tionelle Vorrichtung fir das chemisch mechanische
Polieren einschlieBlich eines Polierkopfes und eines
Kissenaufbereiters;

[0016] Fig. 1b schematisch eine Vorrichtung fir das
CMP einschlief3lich eines Polierkopfes mit einer inte-
gralen Aufbereitungsoberflache;

[0017] Fig. 2 schematisch einen Querschnitt eines
Polierkopfes mit einer darin ausgebildeten aufberei-
tenden Oberflache gemaR einer Ausfihrungsform;

[0018] Fig. 3a eine schematische Draufsicht der auf-
bereitenden Oberflache des in Fig. 2 gezeigten Po-
lierkopfes gemaR einem nicht erfindungsgemal be-
anspruchten Beispiel,

[0019] Fig. 3b schematisch eine Ausfihrungsform,
in der die aufbereitende Oberflache aus Fig. 3a ent-
fernbar an dem Polierkopf befestigt ist;

[0020] Fig. 4 eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Polierkopfes gemafl einem nicht erfin-
dungsgemal beanspruchten Beispiel; und

[0021] Fig. 5 schematisch ein nicht erfindungsge-
maf beanspruchtes Beispiel mit einem Halteelement
zum Halten der Aufbereitungsoberflache.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0022] Obwonhl die vorliegende Erfindung mit Bezug
zu den Ausfihrungsformen, wie sie in der folgen-
den detaillierten Beschreibung sowie in den Zeich-
nungen dargestellt sind, beschrieben ist, sollte es
selbstverstandlich sein, dass die folgende detaillier-
te Beschreibung sowie die Zeichnungen nicht be-
absichtigen, die vorliegende Erfindung auf die spe-
ziellen anschaulichen offenbarten Ausfiihrungsfor-
men zu beschranken, sondern die beschriebenen an-
schaulichen Ausfiihrungsformen stellen lediglich die
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diversen Aspekte der vorliegenden Erfindung, deren
Schutzbereich durch die angefligten Patentanspri-
che definiert ist, beispielhaft dar.

[0023] Fig. 1a zeigt schematisch eine konventionel-
le CMP-Anlage 100. Die Anlage 100 umfasst eine
bewegbare Platte 101, auf der ein Polierkissen 102
montiert ist. Ein Polierkopf 110 umfasst einen Kor-
per 104 und einen Substrathalter 105 zum Aufneh-
men und Halten eines Substrats 103. Der Polierkopf
110 ist mit einer Antriebseinheit 106 gekoppelt. Be-
abstandet von dem Polierkopf 110 ist ein Kissenauf-
bereiter 107 mit einer aufbereitenden Oberflache 108
vorgesehen. Der Kissenaufbereiter 107 ist mit einer
Antriebseinheit 109 gekoppelt. Des Weiteren ist eine
Polierzusatzmittelversorgung 112 vorgesehen.

[0024] Im Betrieb der Anlage 100 wird ein Polierzu-
satz auf das Polierkissen 102 aufgebracht und tber
das rotierende Polierkissen 102 durch Kontakt mit der
aufbereitenden Oberflache 108 des Kissenaufberei-
ters 107 und dem Substrat 103 verteilt. Fir gewohn-
lich werden ein oder mehrere Testsubstrate vor dem
Durchfiihren eigentlicher Produktionsprozesse bear-
beitet, um einen geeigneten Zustand des Polierkis-
sens 102 zu erzeugen. In fortgeschrittenen Anlagen
100 wird der rotierende Polierkopf 110 zusatzlich tGber
das Polierkissen 102 bewegt, um die Relativbewe-
gung zwischen dem Substrat 103 und dem Polier-
kissen 102 zu optimieren. Der Kissenaufbereiter 107
wird in Korrelation zu dem Polierkopf 110 bewegt, um
moglichst gleichméfiige CMP-Bedingungen fur jeden
Substratbereich zu erreichen. Die Bewegungssteue-
rung des Kissenaufbereiters 107 wird so durchge-
fuhrt, um die Bewegung des Polierkopfes 110 nicht zu
stéren, wodurch eine komplexe mechanische Struk-
tur und ein hochentwickeltes Steuersystem erforder-
lich sind.

[0025] In Fig. 1b ist schematisch eine anschauliche
Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung darge-
stellt, wobei der Einfachheit halber &hnliche Teile zu
den in Fig. 1 dargestellten Teilen durch die gleichen
Bezugszeichen gekennzeichnet sind. Anders als im
herkdmmlichen Falle umfasst die Anlage 100 nun-
mehr einen Polierkopf 110, der einen Kérper 104, ei-
nen Substrathalter 105 mit einem Rickhalteelement
111 aufweist, um das Substrat 103 wahrend des Be-
triebs in Position zu halten, wobei das Rickhalteele-
mente 111 eine aufbereitende bzw. Konditionierober-
flache 108 aufweist. In der Anlage 100 aus Fig. 1b
ist die Antriebseinheit 109 der herkdmmlichen Vor-
richtung nicht mehr erforderlich, wodurch deutlich der
Aufbau der CMP-Anlage 100 aus Fig. 1b vereinfacht
ist. Die Betriebsweise einer CMP-Anlage, die ahnlich
zu der Anlage 100 ist, und insbesondere eines Po-
lierkopfes, der einen ahnlichen Aufbau wie der Po-
lierkopf 110 aufweist, wird detaillierter mit Bezug zu
Fig. 2 anschlieRend beschrieben.

[0026] Fig. 2 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht eines Polierkopfes 200, der auf einem Po-
lierkissen 206 angeordnet ist (und der in einer CMP-
Anlage verwendbar ist, wie sie in Fig. 1b darge-
stellt ist). Der Polierkopf 200 umfasst einen Kdérper
201 mit mehreren darin ausgebildeten kleinen Fluid-
leitungen (nicht gezeigt) zum Zuflhren von Unter-
druck und/oder Uberdruck zu einem Substrat 205, um
das Substrat 205 wahrend des Transports (Vakuum)
an dem Polierkopf 200 festzuhalten, und um einen
erforderlichen Druck wahrend des Betriebs auszu-
Uben, wie dies durch die Pfeile angezeigt ist. Ein Ver-
bindungselement 207 ist so ausgestaltet, um mit ei-
ner Antriebseinheit (nicht gezeigt) verbunden zu wer-
den, und kann ferner eine Zuleitung fir das Zufih-
ren von Gas und/oder Vakuum zu den kleinen Fluid-
leitungen innerhalb des Korpers 201 aufweisen. Eine
Membran 202 ist an der Unterseite des Kérpers 201
vorgesehen und definiert einen das Substrat aufneh-
menden Bereich 208. Ein Ruckhalteelement 203 ist
radial von dem substrataufnehmenden Bereich 208
getrennt und umfasst eine aufbereitende Oberflache
204 mit einer Oberflachenbeschaffenheit und aus ei-
nem Material bestehend ist, die zur Konditionierung
des Polierkissens 206 wahrend des Betriebs geeig-
net ist. Das Rickhalteelement 203 kann loslésbar an
dem Korper 201 befestigt sein, beispielsweise durch
Vakuum oder ein anderes Mittel, etwa Schrauben
etc. Alternativ kann das Rickhalteelement 203 per-
manent an dem Koérper 201 befestigt sein, durch bei-
spielsweise ein Haftmittel oder durch Ausbilden des
Ruckhalteelements 203 als ein integraler Bestandteil
des Korpers 201.

[0027] Wie zuvor dargestellt ist, ist ein wichtiger Fak-
tor fur ein zuverlassiges und effizientes chemisch me-
chanisches Polieren die Bereitstellung stabiler Be-
triebsbedingungen fir moglichst viele Substrate 205.
In vielen CMP-Vorrichtungen wird eine Relativbewe-
gung zwischen der einzuebnenden Substratoberfla-
che und dem Polierkissen 206 derart erreicht, dass
der Polierkopf 200 gedreht wird und das Polierkissen
206 entweder geradlinig bewegt oder ebenso rotiert
wird. Typischerweise werden die Relativbewegung
zwischen dem Polierkopf 200 und dem Polierkissen
206 und der dem Substrat 205 mittels der Membran
202 zugefihrte Druck so gesteuert, dass jeder Ober-
flachenbereich des Substrats 205 eine im Wesentli-
chen ahnliche Abtragsrate erfahrt. Da die aufberei-
tende Oberflache 204 in integraler Weise in dem Po-
lierkopf 200 vorgesehen ist, erfahrt durch Rotieren
des Polierkopfes 200 jeder Oberflachenbereich des
Substrats 205 ebenso im Wesentlichen die gleiche
Aufbereitungsaktivitat, die auf das Polierkissen 206
und den darin oder darauf enthaltenen Polierzusatz
ausgelbt wird. Da ferner die Relativbewegung zwi-
schen dem Polierkissen 106 und dem Polierkopf 200
prazise durch entsprechendes Ansteuern der zuge-
ordneten Antriebseinheiten steuerbar ist, finden eine
Vielzahl nacheinander prozessierter Substrate 205
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im Wesentlichen die gleiche Aufbereitungswirkung
vor. Durch Bereitstellen der aufbereitenden Oberfla-
che 204 in dem Polierkopf 200 wird nicht nur ein du-
Rerst stabiles und reproduzierbares Aufbereiten er-
reicht, sondern auch das Vorsehen eines einzelnen
Aufbereiters, der mechanisch von dem Polierkopf
200 entkoppelt ist, wie dieser in herkémmlichen CMP-
Vorrichtungen verwendet wird, kann sich als hinfallig
erweisen, wodurch der Aufbau der CMP-Vorrichtung
sowie die Komplexitat des Steuervorgangs im Ver-
gleich zu dem separaten Aufbereiter der herkdmmli-
chen Anlage deutlich vereinfacht wird.

[0028] Fig. 3a zeigt eine Draufsicht eines Beispiels
der aufbereitenden Oberflache 204, das nicht Be-
standteil der vorliegenden Erfindung ist, wobei die
aufbereitende Oberflache 204 unterschiedliche Ober-
flachenbereiche 210 und 211 aufweist. Die Oberfla-
chenbereiche 210 und 211 kdnnen sich in der Ober-
flachenbeschaffenheit, dem Muster und/oder dem
Material, aus dem sie hergestellt sind, unterscheiden.
Das fir die aufbereitende Oberflache 204, die meh-
rere unterscheidbare Oberflachenbereiche etwa die
Bereiche 210 und 211 mit einer entsprechenden Ril-
lenstruktur 212 aufweisen kann, ausgewahlte Mate-
rial wird in Ubereinstimmung mit dem Material oder
den Materialien, die von dem Substrat 205 zu entfer-
nen sind, dem Polierzusatz, der in diesem Prozess
zu verwenden ist, und der Art des Polierkissens in
der CMP-Vorrichtung gewahlt. Zu geeigneten Mate-
rialien fir die aufbereitende Oberflache 204 fiir CMP-
Vorgange, die an diversen Materialschichten ausge-
fuhrt werden, gehort Diamant, das in einem resisten-
ten Material eingeschlossen ist.

[0029] In Fig. 3b ist eine anschauliche Ausfiihrungs-
form schematisch in einer Querschnittsansicht dar-
gestellt, wobei die aufbereitende Oberflache 204 als
ein separater Ring vorgesehen ist, der aus einem ge-
eigneten Material mit einer gut geeigneten Oberfla-
chenbeschaffenheit hergestellt ist, und der entfern-
bar an dem Rickhalteelement 203 angebracht ist.
Das Befestigen der aufbereitenden Oberflache 204
an dem Riuckhalteelement 203 kann beispielsweise
durch Vorsehen eines Randes 213 am AulRenbereich
des Riickhalteelements 203 und Befestigen der auf-
bereitenden Oberflache 204 mit einer oder mehre-
ren Schrauben 214 oder dergleichen erreicht werden.
Selbstverstandlich kann die I6sbare Befestigung der
aufbereitenden Oberflache 204 durch andere geeig-
nete Mittel erreicht werden, etwa durch ein an die auf-
bereitende Oberflache angelegtes Vakuum und der-
gleichen.

[0030] Somit ist der Polierkopf 200 in einfacher Wei-
se an eine Vielzahl unterschiedliche CMP-Prozessre-
zepte durch einfaches Auswahlen eines geeigneten
separaten Rings anpassbar. Anzumerken ist, dass
obwohl das Rickhalteelement 203 als ein ringfor-
miges Element beschrieben ist, in anderen Ausflh-

rungsformen das Rlckhalteelement 203 und/oder die
aufbereitende Oberflache 204 eine beliebige geeig-
nete Gestalt aufweisen kénnen.

[0031] Fig. 4 zeigt schematisch ein Beispiel des Po-
lierkopfs 200, das nicht Bestandteil der vorliegenden
Erfindung ist, wobei der Einfachheit halber die glei-
chen Bezugszeichen wie in den Fig. 2 und Fig. 3 ver-
wendet sind. In diesem Beispiel ist das Rickhalte-
element 203 und damit die aufbereitende Oberflache
204 an dem Korper 201 derart befestigt, dass eine
relative vertikale Bewegung zwischen der aufberei-
tenden Oberflache 204 und dem Kdrper 201 mdglich
ist. Diese relative vertikale Bewegung kann durch ei-
ne Vielzahl von Techniken erreicht werden. Beispiels-
weise wird in einem Beispiel die Relativbewegung
durch einen erforderlichen an das Rickhalteelement
angelegten Druck erreicht, wie dies durch die Pfeile
220 angezeigt ist.

[0032] Wahrend des Betriebs des Polierkopfes 200
wird ein spezifizierter Druck auf das Rickhalteele-
ment 203 und damit auf die aufbereitende Oberfla-
che 204 ausgelibt, um die Kraft, die die aufbereitende
Oberflache 204 auf das Polierkissen 206 ausubt, auf
einen gewlnschten Pegel einzustellen. Dies ermdg-
licht es, die aufbereitende Wirkung der aufbereiten-
den Oberflache 204 unabhangig von dem den Sub-
strat 204 zur Steuerung der Abtragsrate ausgetlibten
Druck zu steuern. Folglich kann am Ende der Lebens-
dauer des Polierkissens 206 und/oder der aufberei-
tenden Oberflache 204 eine intensivere aufbereiten-
de Kraft erforderlich sein als zu Beginn, um stabile
Polierbedingungen beizubehalten.

[0033] In einem Beispiel kann die aufbereitende
Oberflache 204 in radialer Richtung beispielsweise
hinsichtlich der Oberflachenrauhigkeit und dem Pro-
fil oder der Art des Materials variieren, oder kann
Oberflachenbereiche aufweisen, die im Wesentlichen
nicht mit dem Polierkissen 206 in Berthrung sind,
etwa die Bereiche 221 in Fig. 4. Die Bereiche 221
lassen ein Strdmen des Polierzusatzes am Innen-
rand der aufbereitenden Oberflache 204 in ahnlicher
Weise als am aufleren Rand wahrend des Betriebs
zu. In einem Beispiel kdnnen die Bereiche 221 auf
die gleiche Hb6he wie die zu bearbeitende Oberfla-
che des Substrats 205, die einzuebnen ist, eingestellt
werden, so dass das Randgebiet des Substrats 205
im Wesentlichen die gleichen Polierkissenbedingung
"erfahrt”, als die Substratbereiche, die radial weiter in-
nen liegen, d. h. der Polierzusatz in den inneren Sub-
stratoberflachen "sieht” eine "geschlossene” Oberfla-
che, wohingegen der Polierzusatz am Rand ohne die
Bereiche 221, die auf der gleichen H6he wie das Sub-
strat positioniert sind, eine "offene” Umgebung an-
treffen wirde. Die Rillenstruktur 212 auf den Berei-
chen 210, 211 kann sich beispielsweise in der Tiefe
und/oder dem Abstand sowie in der Richtung unter-
scheiden. Beispielsweise kann die Rillenstruktur 212
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in einem Bereich, beispielsweise dem Bereich 210,
gut geeignet fur die Aufbereitung der Oberflache des
Polierkissens 206 sein, d. h. eine Rillenstruktur 212
aufweisen mit einem intensiv eingreifenden Rillenab-
schnitt, wohingegen die Rillenstruktur 212 eines an-
deren Bereiches, etwa dem Bereich 211, eine Rillen-
struktur aufweisen kann, die geeignet ist, das Stro-
men des Polierzusatzes von und zu dem Substrat
205 zu unterstutzen.

[0034] Fig. 5 zeigt schematisch ein weiteres nicht er-
findungsgemales Beispiel, in dem der Polierkopf 200
eine aufbereitende Oberflache 204 aufweist, die an
einem Halteelement 220 befestigt ist, das wiederum
mechanisch direkt mit dem Polierkopf 200, beispiels-
weise mittels Verbindungselemente 221, gekoppelt
ist. Das Halteelement 220 kann eine Art eines Rah-
mens darstellen, der zumindest teilweise den Polier-
kopf 200 umgibt und I6slésbar an dem Polierkopf 200
angebracht ist oder permanent an diesem befestigt
ist. Die mechanische Verbindung zu dem Polierkopf
200 stellt sicher, dass das Halteelement 220 in der
gleichen Weise wie der Polierkopf 200 bewegt wird.
In dem in Fig. 5 gezeigten Beispiel ist zumindest ein
Teil des Halteelements 220 vertikal hinsichtlich dem
Polierkopf 200 mittels der Verbindungselemente 221
bewegbar, so dass eine auf das Polierkissen 206 mit-
tels der aufbereitenden Oberflache 204 ausgelibte
Kraft einstellbar ist, beispielsweise durch den auf das
Halteelement 220 ausgelbten Druck, wie dies durch
die Pfeile in Fig. 5 angezeigt ist, oder durch Gewichts-
elemente (nicht gezeigt), die an dem Halteelement
angebracht sind.

[0035] Obwohl die bisher beschriebenen Ausfih-
rungsformen sich auf einen rotierenden Polierkopf
und ein rotierendes Polierkissen beziehen, sind die
Ausfuhrungsformen ebenso auf ein geradlinig an-
getriebenes Polierkissen, etwa ein riemengetriebens
Polierkissen anwendbar. Das Vorsehen einer aufbe-
reitenden Oberflache in dem Polierkopf tragt deut-
lich zu zuverlassigeren Bedingungen wahrend des
CMP-Prozesses bei. Ferner kann durch das integrie-
ren der aufbereitenden Oberflache in das Ruckhalte-
element eines Polierkopfes, etwa eines Riickhalterin-
ges, die vorliegende Erfindung in einfacher Weise in
bereits bestehende Vorrichtungen implementiert wer-
den, wobei der konventionelle Aufbereiter zusatzlich
verwendbar ist oder entfernt werden kann.

Patentanspriiche

1. Vorrichtung zum chemisch mechanischen Polie-
ren eines Substrats, mit
einem Polierkopf (200) zum Empfangen, Halten und
Bewegen des Substrats;
einem Polierkissen; und
einem Polierkissenaufbereiter, der mechanisch mit
dem Polierkopf (200) gekoppelt ist, den Polierkopf
(200) ringférmig umgibt und ein Halteelement (203)

aufweist, wobei das Halteelement (203) eine aufbe-
reitende Oberflache (204) aufweist, die durch Anle-
gen von Vakuum befestigt ist, und wobei das Hal-
teelement (203) einen Rand (213) im AulRenbereich
des Halteelements aufweist, der die aufbereitende
Oberflache (204) seitlich fixiert.

2. Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Po-
lierkissenaufbereiter ein rahmenahnliches Halteele-
ment aufweist.

3. Die Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei das
Halteelement hohenverstellbar ist.

4. Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die auf-
bereitende Oberflache I6sbar an dem Halteelement
angebracht ist.

5. Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die auf-
bereitende Oberflache zwei oder mehr unterschied-
liche Oberflachenbereiche aufweist, die sich in der
Oberflachenbeschaffenheit und/oder der Art des Ma-
terials unterscheiden.

6. Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei ein Auf-
lagedruck des Halteelements einstellbar ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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